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1= (54) Title: METHOD FOR SELECTIVELY METALLIZING DIELECTRIC MATERIALS 

= (54) Bezeicbnung: VERFAHREN ZUR SELEKTTVEN METALLISIERUNG DIELEKTRISCHER MATERIALMEN 

(57) Abstract: The invention relates to a method for selectively metallizing dielectric materials. To this end, the invention provides 
^ that an activation layer made of a conductive material is applied to the dielectric and is subsequently structured by a laser treatment, 
^ whereby resulting in the provision of a composite of discretely conductive structures, which can be electrolytically metallized after- 
^ wards. The inventive method is particularly used in the production of electronics elements, for example, printed circuit boards. Said 
^ method enables a precise structuring in dimensions less than fim, thus leading to a high density of configuration and a high quality 
, f** of the conductor tracks, which are produced by using the aforementioned method. 



(57) Zusammeofassung: Die Erfindung umfasst ein Verfahren zur selektiven Metallisierung von dielektrischen Materialien. Dabei 



wird erfindungsgemass eine Aktivierungsschicht aus leitendem Material auf das Dielektrikum aufgebracht, die anschliessend durch 



eine Laserbehandlung strukturiert wird, wodurch ein Verbund aus diskret Ieitenden Strukturen entsteht, der anschliessend elektroly- 
tisch metallisiert werden kann. Das erfindungsgemasse Yerfahren findet insbesondere bei der Herstellung von Elektronikelementen, 
O wie z.B. Leiterplatten Anwendung. Durch das erfindungsgemasse Verfahren ist eine prazise Strukturierung im Bereich weniger \im 
^ moglich, was zu einer hohen Anordnungsdichte und hohen Qualitat der durch das erfindungsgemasse Verfahren erzeugten Leiter- 
^ bahnen fuhrt. 
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Verfahren z ur selektiven Metallisieruna dielektrischer Materiajlen 

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zur selektiven Metallisierting 
von dielektrischen Materialien, wie sie in der Elektronik zur Anwendung kommen. 
Bei den so gefertigten Produkten handelt es sich beispielsweise urn Leiterplatten, 
Verdrahtungselemente, Chipcarrier, Interposer, Leadframes oder auch gesamte 
Baugruppen. Im folgenden wird der Stand der Technik primar fur die Fertigung von 
Leiterplatten beschrieben. 

Leiterplatten sind Verdrahtungstrager, welche eine Verclrahtungsstruktur 
(Qblicherweise aus drucktechnisch hergestellten dOnnen Kupferschichten- 
gedruckte Schaltungeh-) auf einem isolierenden TrSgermaterial/Basismaterial 
aulweisen und der Aufnahme der Bauelemente dienen. Die AusfQhrungsformen 
solcher Leiterplatten sind mannigfaltig und umfassen z.B. starre, flexible oder 
starrflexible, gebohrte oder nicht gebohrte, durchkontaktierte oder nicht 
durchkontaktierte Basismaterialien. Je nach Lagen und Zahl der 
Verdrahtungsebenen spricht man von einseitigen, doppelseitigen oder mehrlagigen 
Leiterplatten; letztere auch Multilayer genannt. Auch dreidimensionale Schaltungen 
sind bekannt, bei denen die Schaltungsstrukturen auf mehr als zwei Ebenen 
verlaufen. 

So sind z.B. fur die Produktion von Leiterplatten seit vielen Jahren verschiedene 
Methoden in verschiedenen Ausfuhrungen bekannt (z.B. GQnther Hermann, 
Handbuch der Leiterplattentechnik, Eugen Leuze Verlag, 1982, D-88348 Saulgau). 
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Bei der einfachsten, ursprOnglichen Variante wind von kupferkaschierten 
dielektrischen Materialien ausgegangen, auf die durch Siebdruck oder auf 
phototechnischem Weg ein Positivdruck in Form des gewOnschten Leiterbilds 
aufgebracht wird. Dieser Positivdruck dient im nachfolgenden Atzschritt als 
Schutzschicht (Atzresist). Die freiliegenden Kupferbereiche, die nicht durch ein 
derartiges Atzresist geschQtzt sind, werden unter Verwendung geeigneter 
Atzlosungen entfernt. Das abgeatzte Kupfer fallt als Abfallprodukt an. Der Atzresist 
wird anschlieBend unter Verwendung von anorganischen oder organischen 
Losungsmitteln gestrippt. 

In weiteren AusfOhrungen dieser sogenannten Subtraktivtechnik wird durch 
Siebdruck oder auf phototechnischem Weg zunachst ein Negativdruck des 
Leiterbilds als Galvanoresist auf dem zu metallisierenden dielektrischen Material 
erzeugt. Anschlieftend werden die LeiterzOge galvanisiert, indem die Leiterbahnen 
bis zur gewOnschten Schichtdicke aufmetallisiert werden (zumeist Kupfer). Die 
Bereiche, in denen die LeiterzOge nicht verlaufen, sind durch den Galvanoresist 
geschOtzt. AnschlieBend wird Oblicher Weise galvanotechnisch ein Metallresist in 
Form von z.B. einer Zinn- oder Zinn-Blei-Schicht auf die metallisierten LeiterzOge 
aufgebracht, welche die Leiterbahnen bei der nachfolgenden substraktiven 
Entfernung (Atzen) der ursprOnglichen Kupferkaschierung schOtzt. Anschlieliend 
wird der Metallresist entfernt. Auch weitere AusfOhrurigsvarianten sind bekannt. 
Anzumerken ist jedoch, daft diese Methode nicht fOr die Erzeugung von feinen und 
feinsten (< 50 pm) Leiterbahnen geeignet ist, da der Atzangriff nicht nur in die Tiefe 
sondern auch seitlich auf die Flanken der zukOnftigen LeiterzOge erfolgt, das 
sogenannte Phanomen der Unteratzung, mit den sich daraus ergebenden 
technischen Nachteilen des Kantenabbruchs sowie der Moglichkeit spaterer 
elektrischer KurzschlOsse. Der Unteratzungsgrad wird urn so starker, je dicker die 
abzuatzende Kupferschicht ist. 

Urn das Problem der partiellen Unteratzung zu umgehen, wird haufig auf die 
Semiadditivmethode zurOckgegriffen, die unkaschiertes Basismaterial verwendet, 
auf das eine dOnne galvanische Leitschicht, im allgemeinen auBenstromlos 
abgeschiedenes Kupfer, aufgebracht wird. Im Wesentlichen ahnelt die 
Weiterverarbeitung den oben beschriebenen Verfahren mit dem Unterschied, daB 
kein sogenannter positiver Atzresist aufgebracht wird. D.h. es werden nur die 
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gewunschten Bereiche der Lelterplatte galvanisch mit Kupfer verstarkt. 
AnschlieBend werden die unterschiedlich dicken Kupferbereiche um das Mali der 
anfSnglichen auBenstromlosen Verkupferung abge§tzt Kupfer fallt daher auch bei 
dieser Methode als Abfallprodukt an. Ferner bedarf es besonderer Sorgfalt 
hinsichtlich einer sehr gleichmaftigen Schichtdickenverteilung des elektrolytlsch 
aufzubringenden Kupfers. 

Die Volladditivtechnik verzichtet gSnzlich auf das Kupferatzen, da Kupfer nur auf 
den erforderlichen Stellen wie LeiterzOge, LOtaugen etc. aufgebracht wird. Daher 
findet auch diese Methode ein weites Anwendungsfeld. Aufgrund der fehlenden 
Kontaktierungsmoglichkeiten erfolgt das Verkupfern aulienstromlos. Dabei wird 
zumeist auf das unkaschierte Dielektrikum eine Haftvermittlungs- und 
Aktivierungsschicht aufgetragen, in der Katalysatorkeime zum Einleiten der 
auftenstromlosen Verkupferung enthalten sind. Nach Abdeckung aller nicht zu 
verkupfernden Bereiche mittels einer Siebdruck- oder Photomaske erfolgt ein 
AufschlieRen des Haft- und Aktivierungsmittels, so dali eine auRenstromlose 
Verkupferung direkt angeschlossen werden kann. 

Die Masken, welche die diskreten Leiterbahnen erzeugen, kdnnen im 
Siebdruckverfahren oder auf phototechnischem Weg erzeugt werden. Gemeinsam 
ist Ihnen, dali jeweils eine individuelle Maske fiir jedes zu erzeugende 
Leiterbahnenmuster angefertigt werden mufc. Bei Strukturierung mittels eines 
Photoprozesses werden sogenannte w Photolacke tt als lichtempfindliche Materialien 
auf das zu metallisierende Dielektrikum aufgebracht AnschlieRend werden nur 
bestimmte Bereiche belichtet, welche je nach verwendeter Substanz das Positiv 
oder das Negativ der gewQnschten Leiterbahnen darstellen. 

Neben der Leiterbahnstrukturierung durch fototechnische Prozesse wird, vor allem 
auch fQr dreidimensionale Teile wie z.B. bei den sogenannten Molded Interconnect 
Devices, die Verwendung einer Immersions-Zinn-Schicht mit anschlieBender 
Strukturierung mittels Laser in Betracht gezogen. Der Einsatz des Lasers stellt 
dabei einen zusatzlichen Schritt bei einer Subtraktivtechnologie dar. Nachteilig ist 
vor allem der zeitliche Aufwand fiir die Strukturierung. Einerseits mu(i die 
Zinnschichtdicke ausreichend Atzschutz bieten, andererseits soli die Schicht 
mciglichst gering sein, um eine schnelle Laserablation zu gew§hrieisten. 
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Verfehren, die dunnste Metallfilme ablatieren, werden heute bereits in der 
Fertigung zur Herstellung von Leiterplatten eingesetzt. Meist wird dabei von auf 
Kupfer aufgebrachten Zinnschichten ausgegangen, die mittels Laser strnkturiert 
werden und bei denen dann das verbleibende Kupfer durch einen Atzvorgang 
entfernt wird (E. Tadic: ..Haaresbreite Feinstrukturen fOr zukQnftige 
Produktgestaltungen" SMTAusgabe 1-2/2000, 12). 

Auch fur dreidimensionale KOrper sind bereits Verfahren bekannt, bei denen unter 
Einsatz der Lasertechnik feinste Staikturen erzeugt werden. So werden Verfahren 
zur laserunterstutzten additiven Metallisierung von Thermoplasten fQr 3D-MIDs 
beschrieben, bei dem von dotierten Kunststoffen ausgegangen wird und die mittels 
Laser aktivierbar sind und fur eine nachfolgende stromlose Metallisierung zum 
Leiterbahnaufbau geeignetsind (SMT Ausgabe 4/2000, 20). 

Auch andere Verfahren sind bekannt, bei denen unterschiedliche Metallschichten 
mittels eines Lasers ablatiert werden. So wird von D. Meier ein Verfahren 
beschrieben, bei dem dOnne Goldschichten mittels UV-Laser in einem 
Maskenprojektionsverfahren ablatiert werden und anschlieGend stromlos verstarkt 
werden („Laser Structuring of Fine Lines", 5* Annual Conference on Flexible 
Materials Denver/USA 1999, Proceedings). Auch die Laserablation, speziell mit 
Palladium-dotierten organischen Schichten, ist bekannt (J. Kickelhain: 
Promotionsarbeit an der Universitat Rostock 1999). All diesen Verfahren ist jedoch 
der Nachteil gemeinsam, dali im AnschluR an die Laserstrukturierung eine 
stromlose additive Metallisierung zur Verstarkung des Leiterbahnbilds erfolgt. 

Femer haben seit einiger Zeit leitfahige Polymere ihren Platz bei der Metallisierung 
von Dielektrika gefunden. Speziell zur Durchkontaktierung und Fertigung von zwei- 
und mehrlagigen Leiterplatten in der sogenannten Direct Plating Technik finden sie 
Anwendung. Dabei handelt es sich urn eine Substraktivtechnik, bei der nach 
Aktivierung des Dielektrikums mit dem jeweiligen leitenden Polymer direkt eine 
galvanische Metallisierung erfolgt (PCT/EP 89/00204). Nachteilig ist - speziell bei 
flachiger Metallisierung - die relativ geringe elektrische Leitfahigkeit dieser 
leitenden Polymere. 
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Auch sind Verfahren bekannt, die auf Basis leitender Polymere eine selektive 
direkte galvanische Metallisierung vorschlagen. So beschreibt das US-Patent 
5,935,405 ein Verfahren, bei dem das Basismaterial mit einem Primer und 
leitfahigen Polymeren beschichtet wird. Um die Struktur zu erzeugen, wird ein 
fotostrukturierbarer Galvanoresist verwendet. Nach der galvanischen Beschichtung 
wird der Resist zunachst gestrippt und dann das le'rtende Polymer, das sich 
unterhalb des Resists befunden hatte, entfemt. Nachteilig ist dabei die 
Verwendung eines fotostrukturierbaren Galvanoresists, da zur Realisierung von 
Fein- oder Feinstlinestrukturen hohe Anforderungen an die Reinraumtechnik 
gestellt werden, sowie die spater notwendige Entfemung von leitendem Polymer. 

Der Erfindung liegt die A u f g a b e zugrunde, einen verfahrenstechnisch 
einfachen, sicheren, kostengQnstigen und umweltschonenden Weg zur selektiven 
Metallisierung von Dielektrika zu finden, der eine prazise Strukturierung im Bereich 
weniger urn eriaubt und daruber hinaus auf jegliche Anwendung von Resisten 
verzichtet. 

Eine technische L 6 s u n g liefert das erfindungsgemaBe Verfahren, indem das 
zu metallisierende Dielektrikum m'rt einer haftfesten leitenden Aktivierungsschicht 
beschichtet wird und aus dieser Schicht anschlieBend mittels eines Lasers als 
Prazisionswerkzeug der erwQnschte Leiterbahnverlauf strukturiert wird. Die 
verbleibenden Strukturen der Aktivierungsschicht sind weiterhin elektrisch leitend 
und konnen problemlos im leitenden Verbund unter Anlegung eines Stroms 
galvanisch metallisiert, vorzugsweise verkupfert, werden. Dadurch wird eine 
Strukturierung auch in einem Bereich von weniger als 50um moglich. 

Durch das erfindungsgemalle Verfahren werden daher in vorteilhafter Weise 
Beschrankungen des Stand der Technik Oberkommen. Mit der Erfindung weiden 
verfahrensseitige Malinahmen vorgeschlagen, die das Verfahren technisch 
vorteilhaft, Oberaus wirtschaftlich und effektiv machen. Das Verfahren wird im 
folgenden exemplarisch fur die Fertigung von Leiterplatten beschrieben, ohne es 
jedoch auf dieses Elektroniksegment zu begrenzen. 

GemaG eines ersten Losungsansatz wird demzufolge die elektrolytische 
Galvanisierung unter Anlegung eines Stroms durch das erfindungsgemaBe 
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Verfahren in vorteilhafter Weise dadurch erm8glicht, dali eine dunne haftfeste und 
elektrisch leitende Aktivierungsschicht auf das zu metallisierende Dielektrikum 
aufgebracht wind. Diese leitende Aktivierungsschicht ermflglicht die elektrolytische 
Galvanisierung. 

Die Aktivierungsschicht kann vielartig gestaltet sein, sofern eine ausreichende 
elektrische Leitfahigkeit gewahrleistet ist. Vorteilhatter Weise k6nnen 
polymerisierte oder copolymerisierte Pyrrol, Furan, Tiophen und/oder deren 
Derivate eingesetzt werden. Insbesondere vorteilhaft ist jedoch die Verwendung 
eines leitenden Polymers auf Basis eines Polythiophen Derivates (DMS-E). Ferner 
konnen audi Metallsulfid- und/oder Metallpolysulfidschichten sowie Pd-und/oder 
Kupfer-Katalysatoren Anwendung finden. Des weiteren besteht auch die 
Moglichkeit, dunne Metallfilme auf das Substrat aufzubringen. Dabei konnen z.B. 
Kupferschichten auf verschiedene Art aufgebracht werden. 

Dabei ist insbesondere vorteilhaft, die Schichtdicke der Aktivierungsschicht in 
einem Bereich von ca. 0,1pm aufzubringen. In vorteilhafter Weise offenbart das 
erfindungsgema&e Verfahren eine MOglichkeit zur Strukturierung der leitenden 
Aktivierungsschicht dergestalt, daB diskrete, leitende Sturkturen entstehen. Hierfur 
wird mit der Erfindung eine neue Vorgehensweise vorgeschlagen. Gemaft eines 
besonders vorteilhaften Merkmals der vorliegenden Erfindung erfolgt die prazise 
Strukturierung der Aktivierungsschicht mittels eines Lasers. Die Strukturierung, d.h. 
die Herstellung des Leiterbildes kann nach dem Aufbringen der leitenden 
Polymere, nach dem Aufbringen der Metallsulfid- bzw. Polysulfidschicht, nach dem 
Aufbringen des Pd- oder Kupferkatalysators oder nach dem Aufbringen eines 
dOnnen Metallfilms erfolgen. Die verbleibenden Strukturen der Aktivierungsschicht 
sind weiterhin elektrisch leitend und konnen - solange ein Leiterbahnverbund 
besteht - galvanisch metallisiert werden. Dabei konnen isolierte Bereiche mittels 
sogenannter Hilfsleiter zu einem kQnstlichen Leiterbahnverbund verbunden 
werden. Die von der Aktivierungsschicht verbleibenden leitenden Strukturen 
werden im nachfolgenden elektrolytischen Galvanisierungsschritt unter Anlegung 
eines Aulienstroms metallisiert. FQr die elektrolytische Galvanisierung der 
strukturierten Aktivierungsschicht k6nnen im erfindungsgemaBen Verfahren 
diverse Metallelektrolyte verwe'ndet werden, vorzugsweise jedoch 
Kupferelektrolyte, Die Laser-Ablation ermdglicht somit in vorteilhafter Weise die 
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prazise und individuelle Gestaltung der Leiterbahnen in einem Bereich von 
wenigen urn. Dabei sieht das erfindungsgemaBe Verfahren ferner die MOglichkeit 
vor, daB die sogenannten Hilfcleiter, die wahrend der Metallisierung als eine Art 
StrombrOcke zwischen isolierten Leiterbahnenbereichen dienten, im AnschluB an 
die Metallisierung entfemt werden kdnnen. Die Zerstorung des kQnstlichen 
Leiterbahnverbunds kann z.B. auch durch Laserbehandlung geschehen. 

Durch das erfindungsgemaBe Verfahren wird daher in vorteilhafter Weise die 
Moglichkeit erOffnet, auf auBenstromlose Metallisierungsbader, wie sie z.B. bei der 
Additivtechnik verwendet werden, zu verzichten. Durch diesen Umstand wird auch 
die Belastung der Umwelt durch Restchemikalien und chemische Abwasser niedrig 
gehalten. Ferner unterliegen auBenstromlos abgeschiedenen Mefallschichten in 
Bezug auf ihre Duktilitat War den wesentlich feinkristallineren und dichteren 
elektrolytisch gebildeten Mefallschichten. Bedingt durch die tatsache, daB das 
erfindungsgemaBe Verfahren aufgrund der Aktivierungsschicht eine direkte 
elektrolytische Galvanisierung unter Anlegung eines Aulienstroms ermoglicht, wird 
in vorteilhafter Weise gewahrleistet, daB die erforderlichen hohen 
Duktilitatsanforderungen erfQIlt werden, die sicherstellen, daB z.B. durch die 
thermische Belastung des Lotvorgangs beim spSteren BestQcken der Leiterplatten 
Hulsen- oder Kantenabrisse vermieden werden. 

Das erfindungsgemalie Verfahren schlieBt auch die MOglichkeit zur 
aullenstromlosen Metallisierung ein, sofem es erforderlich und wQnschenswert ist. 
Zur Durchfuhrung muB die verwendete haftfeste Aktivierungsschicht der 
auBenstromlosen Metallisierung dergestalt angepaBt werden, daB die 
Aktiviemngsschicht die zur auBenstromlosen Verkupferung erforderlichen 
Katalysatorkeime enth§lt und die entsprechende Handhabung angepaBt wird. 

Das besondere Merkmal des erfindungsgemaden Verfahrens, die 
Leiterbahnstrukturierung mittels eines Lasers vorzunehmen, bietet den weiteren 
groBen Vorteil einer schnellen, individuellen Gestaltung der Leiterbahnen. Dies 
resultiert in flexibleren ProduktionsmOglichkeiten durch z.B. schnelle Reaktion auf 
etwaige gewOnschte Anderungen im Le'rterbahnveriauf. Dies wird z.B. dadurch 
erreicht, daB im Gegensatz zu alien bekannten Verfahren keine Sieb-, Photo- Oder 
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anders geartete Masken benfltigt werden, die den Umrift der Leiterbahnen 
erzeugen, da dieser durch den Laser erzeugt wind. 

Bedingt durch den Umstand, dad auf herkdmmliche Photomasken verzichtet 
werden kann, ist das erfindungsgemafte Verfahren weiterhin in vorteilhafter Weise 
dadurch gekennzeichnet, daft auf die Verwendung von Resiststoffen jeglicher Art, 
welche z.B. die Masken bilden oder Leiterbahnveriaufe bei z.B. der 
Subtraktivtechnik schQtzen, verzichtet werden kann. Dadurch k6nnen sowohl 
Chemikalien als auch Arbeitsschritte eingespart werden, da sie weder aufgebracht 
noch anschlieftend entfernt werden mQssen. 

Weiterhin offenbart sich der Vorteil, daft durch die exakte Laser-Strukturierung das 
Risiko eines Wildwachstums der Metallschicht nicht gegeben ist. Dadurch ist 
gewahrleistet, daft die Leiterbahnen exakt gebildet werden, was die Ausschuftrate 
gering halt 

Die durch das erfindungsgemafte Verfahren erzielbare Dichte der LeiterzQge, ihre 
Anordnungsdichte auf der Leiterplatte sowie ihre hohe Qualitat und Prazision sind 
kennzeichnend fur die Vorteile des erfindungsgem§(Jen Verfahrens, da zum 
wQnschenswerten Einsparen von Masse und Volumen elektronischer Gerate, 
sowie zwecks Optimierung ihrer Arbeitsgeschwindigkeit, auBerst kurze 
Leitungswege erforderlich sind. Das erfindungsgemS&e Verfahren ist daher 
insbesondere zur Fertigung von solchen Produkten geeignet, bei denen eine hohe 
Integrationsdichte gefordert ist. Dies gilt z.B. fQr Anwendungen in der Computer-, 
Telekommunikations-, Verbindungs- oder Medizintechnik. Ferner ermoglicht es das 
erflndungsgemafte Verfahren problemlos auch die Herstellung von 
dreidimensionalen Schaltungen, bei denen die Schaitungsstrukturen nicht mehr 
nur in zwei Ebenen benotigt werden. 

Der im erfindungsgemaften Verfahren yerwendete Laser kann z.B. ein KrF-, 
XeC1-, oder ein Nd-YAG-Laser sein. Ferner ist auch die Verwendung von anderen 
Lasem denkbar, sofem die notwendige prazise Laser-Ablation durchfQhrbar ist. 

Das erfindungsgemafte Verfahren offenbart desweiteren die Moglichkeit zur 
spezifischen Steuerung des Lasers, z.B. dergestalt, daft das Gerat an ein 
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Steuerungsmodul jeglicher Art angeschlossen werden kann. Dieses 
Steuerungsmodul kann ein 2.B. Computer sein. 

Das erfindungsgema&e Verfahren bietet durch die exakte Strukturierung den 
Vorteil, bei der Metallisierung weniger Rohstoffe als bei den herkommlichen 
Verfahren zu verbrauchen, da Kupfer additiv nur an den Stellen aufgebracht wird, 
an denen es erforderlich ist. Weiterhin ergibt sich aus diesem Umstand ein 
geringer Chemikalienverbrauch, da z.B. auch auf Atz- und Strip-Schritte 
weitgehend verzichtet werden kann. Diese Besonderheiten des 
erfindungsgemaiien Verfahrens fQhren letztlich zu einer vorteilhaften 
Kosteneinsparung und einer geringeren Umweltbelastung, da weniger 
ChemieabfSlle anfallen. 

Weiterhin ist ein grolier verfahrenstechnischer Vorteil gegenQber alien Verfahren, 
die auf photochemischen Prozessen basieren darin begriindet, dafi bei dem 
erfindungsgemaiien Verfahren auf jegliche lichtschOtzende MaBnahmen verzichtet 
werden kann. So entfallt durch die Verwendung eines Lasers die Notwendigkeit, 
dad spezielle Lagerkapazitaten und Werkraume fQr die lichtempfindlichen 
Photolacke zur VerfQgung gestellt werden mussen. 

Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich aus den nachfolgenden Beispielen, 
die das erfindungsgemafie Verfahren naher eriautern: 

1. Beispiel 

Unkaschiertes Basismaterial (z.B. BR 4) wird entsprechend dem DMS-E-Verfahren 
mit leitendem Polymer belegt Der im folgenden beschriebene Arbeitsgang ist 
daher durchzufuhren: 

1 . Conditioner (Blasoiit V) 3 min 40 °C 

2. Manox (KMn04/H 3 B0 3 ) 2 min 40 °C 

3. Monopol TC (Kat-Fixierung) 4 min RT 

X Laserstrukturierung: Lasertyp: Nd:YAG 
(frequenzverdreifacht) 

Pulse/Stelle: 1 
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2. Beispiel 

Unkaschiertes Basismaterial (z.B. BFR 4) wind entsprechend dem DMS-E- 
Verfahren mit einem leitfahigen Polymer belegt. Der im 1. Beispiel beschriebene 
Arbeitsgang (Schritt 1 bis 3) wird Qbernommen und durch die folgenden 
Arbeitsschritte erganzfc 

4. Conditioner PE 3 min RT 

5. Ultraplast 2000 (Pd-Kat) 4 min 40 °C 

6. Generator (Cu-haltige Losung) 5 min 63 °C 

Im AnschluB erfolgt der Arbeitsschritt 

X) Laserstrukturierung: Lasertyp: KrF 

Wellenlarige: 248nm 
Energiedichte auf Substrat: 1 00mJ/cm 2 
Laserenergie: 450mJ 
Pulse/Stelle: 2 

3. Beispiel 

Basismaterial mit Kupfer kaschiert und mit einem Speziallack fur SBU-Schaltungen 
versehen (z.B. LDD 9056 der Firma Enthone), wird wie nachfolgend beschrieben, 
behandelt. 

LQueller 10 min 80 °C 

2. KMn0 4 alkalisch 13 min 80 °C 

3. Remover Mn (schwefelsauer, H 2 0 2 ) 2 min RT 

Im Anschluli an diesen Arbeitsgang werden die Leiterplatten wie im Beispiel 2 
beschrieben behandelt. 

4. Beispiel 

Unkaschiertes Basismaterial (z.B. FR 4) wird wie folgt behandelt: 



1 Plato-LSsung 1 


4 min 


RT 


2. Plato-Losung 3 


2 min 


RT 


3. Plato-Losung 1 


4 min 


RT 


4. Plato-Losung 3 


2 min 


RT 


X) Laserstrukturierung: 


Lasertyp: 





KrF 

Wellenlange: 248nm 
Energiedichte auf Substrat: 1 SOmJ/cm 2 
Laserenergie: 450 mJ 

Pulse/Stelle: 1 
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5. Beispiel 

Basismaterial mit Kupfer kaschiert und mit einem Speziallack fQr SBU-Schaltungen 
versehen (z.B. LDD 9056 der Firma Enthone) wind wie im folgenden beschrieben 
behandelt: 



1. Queller EL (org. alkal. Queller) 10 min 80 °C 

2. KMn0 4 alkalisch 13 min 80 °C 

3. Remover Mn (schwefelsauer, H 2 0 2 ) 2 min RT 

4. Plato-Losung 1 4 min RT 

5. Plato-L6sung 3 2 min RT 

6. Plato-L6sung 1 4 min RT 

7. Plato-L6sung 3 2 min RT 

X) Laserstrukturierung: Lasertyp: KrF 

Wellenlange: 248nm 
Energiedichte auf Substrat: 1 80mJ/cm 2 
Laserenergie: 490mJ 
Pulse/Stelte: 2 

6. Beispiel 

Unkaschiertes Basismaterial (z.B. FR 4) wind wie folgt behandelt: 

1 . Conditioner (Blasolit V) 3 min 40 °C 

2. Manox (KMn04/H 3 B0 3 ) 2 min 40 °C 

3. Monopol TC (Kat-Fixierung) 4 min RT 

4. Plato-Losung 1 4 min RT 

5. Plato-Losung 3 2 min RT 

6. Plato-Losung 1 4 min RT 

7. Plato-LSsung 3 2 min RT 

X) Laserstrukturierung: Lasertyp: KrF 

Wellenlange: 248 nm 

Energiedichte auf Substrat: 200mJ/cm 2 
Laserenergie: 450mJ 
Pulse/Stelle: 1 

Beispiel 6a. 



Es besteht auch die MOglichkeit den Arbeitsgang so zu variieren, da(J die 
Arbeitsschritte wie folgt durchgefQhrt werden: 

Zuerst werden die Behandlungsschritte 4 bis 7 durchgefuhrt und im Anschluss 
daran werden die Behandlungsschritte 1 bis 3 durchgefiihrt. Danach wird der 
Behandlungsschritt X), Laserstrukturierung, durchgefUhrt. 
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7. Beispiel 

Basismaterial mit Kupfer kaschiert und mit einem Speziallack ftlr SBU-Schaltungen 
versehen (z.B. LDD 9056 der Firma Enthone), wircl wie folgt behandelt: 

1. Queller EL (org. alkal. Queller) 10 min 80 °C 

2. KMn0 4 alkalisch 13 min 80 °C 

3. Remover Mn (schwefelsauer, H 2 0 2 ) 2 min RT 

Im Anschluli daran folgen die Arbeitsschritte 1 . bis X) aus Beispiel 6. 
Beispiel 7a. 

Es besteht auch hier die M6glichkeit den Arbeitsgang so zu variieren, daft die 
Behandlungsschritte wie folgt durchgefllhrt werden: 

Zuerst werden die Behandlungsschritte 1 bis 3 durchgefllhrt. Im Anschluli daran 
werden die Behandlungsschritte 4 bis 7 aus Beispiel 6 und daran anschlielJend die 
Behandlungsschritte 1 bis 3 aus Beispiel 6 durchgefuhrt. Danach wird der 
Behandlungsschritt X), Laserbehandlung, durchgefllhrt. 



8. Beispiel 

Unkaschiertes Basismaterial (z.B. FR 4) wird wie folgt behandelt: 

1 . Conditioner (Blasolit V) 3 min 40 °C 

2. Manox (KMn04/H 3 B0 3 ) 4 min 80 °C 

3. Katalysator (org. Monomer) 2 min RT 

4. Fixierung (z.B. org. SSure) 2 min RT 

X) Laserstrukturierung: Lasertyp: XeCI 

Wellenlange: 308nm 
Energiedichte auf Substrat: ^OmJ/cm 2 
Laserenergie: 450mJ/cm 2 
Pulse/Stelle: 1 

Vor der Laserstrukturierung konnen die folgenden Behandlungsschritte 
durchgefQhrt werden: 

5. Conditioner PE 3 min RT 

6. Ultraplast 2000 (Pd-Kat) 4 min 40 °C 

7. Generator (Cu-haltige L6sung) 5 min 63 °C 

9. Beispiel 

Basismaterial mit Kupfer kaschiert und mit einem Speziallack fQr SBU-Schaltungen 
versehen (z.B. LDD 9056 der Firma Enthone) wird wie folgt behandelt: 
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1 . Queller EL (org. alkal. Queller) 10 min 80 °C 

2. KMn0 4 alkalisch 13 min 80 °C 

3. Remover Mn (schwefelsauer, H 2 0 2 ) 2 min RT 

Im AnschluB daran werden die Behandlungsschritte 1. bis 4. aus Beispiel 8 
durchgefOhrt, anschlie&end erfolgt die Laserstrukturierung. Es besteht auch die 
Moglichkeit die Arbeitsschritte 5. bis 7. vor der Laserstrukturierung durchzufuhren. 

Als Variation besteht auch die Moglichkeit, die Behandlungsschritte wie folgt zu 
variieren: 

Basismaterial mit Kupfer kaschiert und mit einem Speziallack fOr SBU-Schaltungen 
versehen (z.B. LDD 9056 der Firma Enthone) wird wie folgt behandelt: 

1. Queller EL (org. alkal. Queller) 

2. KMn0 4 alkalisch 

3. Remover Mn (schwefelsauer, H2O2) 2 min RT 

4. Plato-Losung 1 

5. Plato-Ldsung 3 

6. Plato-Losung 1 

7. Plato-Losung 3 

8. Conditioner (Blasolit V) 

9. Manox (KMn04/H 3 B0 3 ) 

10. Katalysator (org. Monomer) 
1 1 .Fixierung (z.B. org. Saure) 

Vor der Laserstrukturierung kdnnen wahlweise noch die folgenden Arbeitsschritte 
in den ProzeRablauf einbezogen werden: 

12. Conditioner PE 3 min RT 

13. Ultraplast2000(Pd-Kat.) 4 min 40 °C 

14. Generator (Cu-haltige LOsung) 5 min 63 °C 

Nach der Laserstrukturierung erfolgt die foigende Weiterbehandlung: 

Die Leiterplatten werden in einem handelsOblichen Kupfer- und/oder 
Nickelelektrolyten so lange galvanisiert, bis das auf den Leiterplatten befindliche 
Leiterbild vollstandig mit Metall versehen ist. Mit dem beschriebenen Verfahren ist 
es mSglich, LeiterzOge und Leiterbahnabstande von wenigen pm zu realisieren. 



10 min 


80 °C 


13 min 


80 °C 




2 min 


4 min 


RT 


2 min 


RT 


4 min 


RT 


2 min 


RT 


3 min 


40 °C 


4 min 


80 °C 


2 min 


RT 


2 min 


RT 
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PatentansorQche 

1. Verfahren zur selektiven Metallisierung von dielektrischen Materialien 
dadurch gekennzeichnet, daB das jeweilige Dielektrikum rnit 
einer Aktivierungsschicht aus leitendem Material haftfest belegt wird und 
durch eine anschlieftende Laserbehandlung eine Strukturierung der 
Aktivierungsschicht dergestalt erfolgt, daft diskrete leitende Strukturen 
entstehen, welche anschlieftend metallisiert werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft es in der in der 
Elektronik bei der Herstellung von Elementen und Baugruppen Anwendung 
findet. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft es in der 
Herstellung von Leiterplatten Verwendung findet. 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daft als dielektrische Materialien Kunststoffe und/oder 
Keramik verwendet werden. 

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daft eine Aktivierungsschicht aufgebracht wird, die 
aus einem leitendem Polymer besteht. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da(J als leitendes 
Polymer polymerisiertes oder copolmerisiertes Pyrrol, Furan, Thiophen 
und/oder deren Derivate verwendet werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daft als leitendes 
Polymer Poly-3,4-ethylen-dioxythiophen verwendet wird. 

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen AnsprQche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daft das leitende Polymer zusatzlich mit Pd- 
und/oder Cu-Keimen belegt ist. 
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9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Aktivierungsschicht aus Metallsulfiden bzw. 
Metallpolysulfiden besteht. 

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen AnsprQche 1 bis 4 und 
9, dadurch gekennzeichnet, daB die Aktivierungsschicht aus einer dQnnen 
Metallschicht besteht. 

11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen AnsprQche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dad die Metallisierung durch elektrolytische 
Verfahren erfolgt. 

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen AnsprQche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daft zur Metallisierung bevorzugt Kupferelektrolyte 
verwendet werden. 

13. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen AnsprQche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daft zur Strukturierung der Aktivierungsschicht ein 
KrF-, XeC1 - oder Nd-YAG-Laser verwendet wird. 

14. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen AnsprQche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daft die leitenden Strukturen im Anschluft an die 
Metallisierung zerstSrt werden. 



15 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intermwonm Application No 

PCT/EP 01/10935 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER _ . ,„ 

IPC 7 C25D5AJ2 C23C18/16 C25D5/54 C25D5/56 

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 


H05K3/18 


B. FIELDS SEARCHED 


Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 C25D C23C H05K 


Documentation searched other ttran irtnlmum documentation to the extent thai such documents are Included Inl 


he fields searched 



Electronic database consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , PAG, WPI Data 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° Citation of document, wfth indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



FELDMANN K ET AL: 

"EXCIMERLASERSTRUKTURIERUNG UND ADDITIVE 
METALLISIERUNG VON THERMOPLASTEN" 
F & M FEINWERKTECHNIK MIKROTECHNIK 
MIKROELEKTRONIK , DE ,CARL HANSER GMBH & CO, 
vol. 106, no. 3, 

1 March 1998 (1998-03-01), pages 150-154, 
XP000773997 
ISSN: 0944-1018 
page 1 -page 2 

tables 1,2 

figure 1 

DE 38 43 230 C (W.C. HERAEUS GMBH, HANAU) 
21 September 1989 (1989-09-21) 
column 1, line 37-42 
claims 1,4-7 

_/- 



1-5,12, 
13 



1-4,10, 
11,13 



m 



Further documents are listed In the continuation of box C. 



jy I Patent family members are listed In annex. 



° Special categories of cited documents : 

'A" document defining the general state of the art which is not 

considered to be of particular relevance 
a E* earlier document but published on or after the international 

filing date 

"L" document which may throw doubts on priority dalm(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

■P* document published prior to the international filing date but 
tetter than the priority date claimed 



T later document published after the International filing date 
or priority date and not in conflict wfth the application but 
cited to understand the principle or theory underlying (he 
Invention 

"X* document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
Involve an Inventive step when the document Is taken atone 

*Y* document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document Is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
In the art 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the International search 

30 January 2002 



Date of mailing of the international search report 

06/02/2002 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2 
NL~2280HVRIiswilk 
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Zech, N 



Form PCT/lSA/210 (second sheet) (July 1892) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


tnterflWJnal Application No 

PCT/EP 01/10935 


C .(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category 0 


Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No, 


X 


US 4 882 200 A (GRUBB MILLARD T ET AL) 
21 November 1989 (1989-11-21) 
abstract 

column 1, line 10-22 
column 2, line o4 -column o, line «<o 
examples 1,3,4 

claims 1,6,7,12,13,17,21,22,27 




1-4,10, 
12,13 


X 


EP 0 641 152 A (POLYPLASTICS CO) 
1 March 1995 (1995-03-01) 
column 4, line 45* 
column 5, line 29-44 

example 1 

claim 1 




1,2,4, 
10-14 


X 


EP 0 711 102 A (POLYPLASTICS CO) 

8 way lyyo viyyo-uo-uo; 

column 3, line 20 -column 4, line 32 

example 1 

claim 1 




1,2,4, 
10-13 


X 


EP 0 647 729 A (PHILIPS ELECTRONICS NV) 
12 April 1995 (1995-04-12) 

claims 1-3,9 

examples 1,2 
abstract 




1,2,4, 
10,13 


X 


MYASHITA HARUO: "Partial plating of 
plastic products" 

CHEMICAL ABSTRACTS + INDEXES, US, AMERICAN 

CHEMICAL SOCIETY. COLUMBUS, 

vol. 119, no. 12, 

20 September 1993 (1993-09-20), 

XP000405832 

ISSN: 0009-2258 

abstract 




1,4,10, 
11 


A 


Ub t> OHO oUo A vrUILHtNo b UUNIAN fcl AL; 

13 August 1996 (1996-08-13) 
abstract 

column 16, line 65 -column 17, line 45 




1-6,8, 
11,12 


A 


US 5 919 402 A (HITCHENS 6 DUNCAN ET AL) 

6 July 1999 (1999-07-06) 

column 7, line 16 -column 8, line 4 

column 15, line 45 -column 16, line 24 

abstract 




1-6,8, 
11,12 


A 


EP 0 413 109 A (IBM) 
20 February 1991 (1991-02-20) 
claims 4,8,9 

column 7, line 50 -column 8, line 24 
column 8, line 56 -column 9, line 16 

~~~ V- 




1-6,8, 
11,12 



Fomi FCT/ISA/210 (continuation of second shaet) (July 1892) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intemvnat Application No 

PCT/EP 01/10935 



^Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 0 Citation of document, wUh Indication .where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to dalm No. 



US 5 368 717 A (GOTTESFELD SHINSHON ET 
AL) 29 November 1994 (1994-11-29) 
abstract 

column 3, line 32-38 
column 4, line 6-15 
column 6, line 27-33,40-50 

DE 198 22 075 A (BLASBERG ENTH0NE OMI 
ENTH0NE 0) 18 November 1999 (1999-11-18) 
page 2, line 3-13 
page 3, line 6-14,26-30 
page 12, line 1,2 



1-6,11, 
12 



US 5 935 405 A (WOLF GERHARD-DIETER 
AL) 10 August 1999 (1999-08-10) 
cited 1n the application 
claims 1,6 
abstract 

US 5 415 762 A (ALLARDYCE GEORGE R 
16 May 1995 (1995-05-16) 
abstract 

column 1, line 1 
claims 

US 4 783 243 A (AND0 HIEI ET AL) 
8 November 1988 (1988-11-08) 
column 1, line 18-32 
column 3, line 57-68 
column 4, line 34-41 
claims 1,2,9,10 

US 4 9l9 768 A (BLAD0N JOHN J) 
24 April 1990 (1990-04-24) 
col umn 1 , paragraph 1 
column 8, line 24-41 
claims 1,7,8,17,20 



ET 



ET AL) 



1-8,11, 
12 



1-7,11, 
12 



1-6,11 



1-4,9,11 



1-3,9, 
11,12 



Foot PCT71SA/210 (continual ton of second sheet) (July 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 


Inter—onaj Application No 

PCT/EP 01/10935 


Patent document 
dted In search report 


Publication 
date 


Patent family 
members) 


Publication 
date 



DE 3843230 C 21-09-1989 DE 3843230 CI 21-09-1989 



US 4882200 A 21-11-1989 NONE 



EP 0641152 A 01-03-1995 OP 3159841 B2 23-04-2001 

JP 7066531 A 10-03-1995 

DE 69411337 Dl 06-08-1998 

DE 69411337 T2 25-02-1999 

EP 0641152 Al 01-03-1995 

US 5525205 A 11-06-1996 



EP 0711102 


A 


08-05-1996 


WO 


9531884 Al 


23-11-1995 








JP 


2965803 B2 


18-10-1999 








JP 


6164105 A 


10-06-1994 








DE 


69426026 Dl 


02-11-2000 








DE 


69426026 T2 


17-05-2001 








EP 


0711102 Al 


08-05-1996 








US 


5863405 A 


26-01-1999 


EP 0647729 


A 


12-04-1995 


BE 


1007610 A3 


22-08-1995 








DE 


69403876 Dl 


24-07-1997 








DE 


69403876 T2 


02-01-1998 








EP 


0647729 Al 


12-04-1995 








JP 


7188936 A 


25-07-1995 








US 


6238749 Bl 


29-05-2001 


US 5545308 


A 


13-08-1996 


US 


5855755 A 


05-01-1999 








US 


5859085 A 


12-01-1999 








US 


5948232 A 


07-09-1999 


US 5919402 


A 


06-07-1999 


US 


6210537 Bl 


03-04-2001 








US 


5855755 A 


05-01-1999 








US 


5871672 A 


16-02-1999 








US 


5859085 A 


12-01-1999 








US 


5948232 A 


07-09-1999 



EP 0413109 


A 


20-02-1991 


US 


5300208 A 


05-04-1994 








EP 


0413109 A2 


20-02-1991 








JP 


2055999 C 


23-05-1996 








JP 


3083395 A 


09-04-1991 








JP 


7099790 B 


25-10-1995 


US 5368717 


A 


29-11-1994 


NONE 






DE 19822075 


A 


18-11-1999 


DE 


19822075 Al 


18-11-1999 








AU 


4261899 A 


06-12-1999 








CN 


1309881 T 


22-08-2001 








WO 


9960189 A2 


25-11-1999 








EP 


1088121 A2 


04-04-2001 








HU 


0102325 A2 


28-10-2001 








NO 


20005778 A 


27-11-2000 








SK 


16922000 A3 


10-07-2001 



US 5935405 A 10-08-1999 DE 19637018 Al 19-03-1998 

CA 2214874 Al 12-03-1998 

EP 0830054 Al 18-03-1998 

JP 10107403 A 24-04-1998 



Forni FCT/1SM210 (patent fam% annex) (July 1992) 



. INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family memoers 


Intel i in iai Application No 

PCT/EP 01/10935 


Patent document 
cited fn search report 


Publication 
date 


Patent family 
members) 


Publication 
date 



US 5415762 A 16-05-1995 US 5528000 A 18-06-1996 



US 4783243 


A 


08-11-1988 


NONE 


US 4919768 


A 


24-04-1990 


NONE 



Forni PCT/1SA/210 (patent family amax) (July 199Z) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



tntemsrenales AKtenzetahen 

PCT/EP 01/10935 



A. KLASSIFGSERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES t . , 

IPK 7 C25D5/02 C23C18/16 C25D5/54 C25D5/56 H05K3/18 



Nach der internal tonalan PatentWassIfikallon (IPK) octer nach der nationaien Klassfflkallon und tier IPK 



a RECHERCHIERTE GEB1ETE 



Recherchierter MlndestprOfstoff (Klasslfikationssystem und Klasstfikatlonssymbole ) 

IPK 7 C25D C23C H05K 



Recherchierte aber nicht zum Mlndestprflfstoff gehdrende VerSffentQchungen, soweB diese unter die lecherchierten Geblete fatten 



Wfihrend der internatlonalen Recherche konsuflierte etektronische Oatenbank (Name der Datenbank und evtf. venvendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kalegorie 0 Bezeichnung der Verflffenllichung, so weft erforderfich unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspmch Nr. 



FELDMANN K ET AL: 

"EXCIMERLASERSTRUKTURIERUNG UND ADDITIVE 
METALLISIERUNG VON THERMOPLASTEN" 
F & M FEINWERKTECHNIK MIKROTECHNIK 
MIKROELEKTRONIK.DE, CARL HANSER GMBH & CO, 
Bd. 106, Nr. 3, 1. Marz 1998 (1998-03-01), 
Selten 150-154, XP000773997 
ISSN: 0944-1018 
Selte 1 -Selte 2 

Tabellen 1,2 

Abblldung 1 

DE 38 43 230 C (W.C. HERAEUS GMBH, HANAU) 
21. September 1989 (1989-09-21) 
Spalte 1, Zeile 37-42 
AnsprOche 1,4-7 

~~ -/- 



1-5,12, 
13 



1-4,10, 
11,13 



m 



Weaera Veroffe/iilichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



□ 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorfen von angegebenen Veroffentlichungen 
'A' VerdrTentHchung, die den allgemelnen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist 

'E* Sfteres Ookument, das jedoch erst am Oder nach dem intemationaten 
Anmeidedatum verdffentncht worden ist 

V Verdffentfichung, dte geelgnet ist, efnen Priorft&tsanspruch zwalfelhaft er- 
schemen zu tassen, oder durch die das VerofTentDchungsdatum elner 
anderen Im Recherchenberlcht genannten VerflfTentBchung belegt warden 
soli oder die aus etnem anderen besonderen Grund angegeben ist (wle 
ausgefGhrt) 

"O" Veroffentiichung. die sich auf elne mQndllche Often barung, 

eine Benutzung, eine AussteDung oder andere MaBnahmen bezlaht 

'P* Verdffentfichung, die vor dem mtematlonaien Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentncht worden ist 



1* Spatere Veroffentiichung, die nach dem internal tonalen Anmeldedatum 
oder dem Priorftatsdaium veroffentlicht worden ist und mfl der 
Anmeldung nicht kolBdiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugmndeUegenden Prinzips oder der ihr zugrundefiegenden 
Theorto angegeben ist 

•X* Veroffentiichung von besonderer Bedeutunp; die beanspnichte Erfindung 
kann afletn aufgrund dteser VerdffentUchung nicht als neu oder auf 
erfindertscher faugkelt beruhend betrachtet werden 

"V Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfindertscher Taifgkett beruhend betrachtet 
werden, wenn (fie Verdffentfichung mfl elner oder mehreren anderen 
Verfiffentiichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wlrd und 
diese Verbindung f Or einen Fachmann naheUegend Ist 
Veroffentiichung, die MitgUed derseiben PatentfamfQe ist 



Datum des Abschlusses der intemationaten Recherche 



30. Januar 2002 



Absendedatum des internattonaJen F 



06/02/2002 



Name und Postanschrfft der intemationaten Recherchenbehdrde 
EuropaJsches Paientamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280HVR|swijk 
Tei (431-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (431-70)340-3016 



Zech, N 



Fambfatt FCT/ISA/210 (Blatt 2) ( Jul] 1092) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



tntcrnsronaics Aktenzetchen 

PCT/EP 01/10935 



C(Fortsetzung) ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorfe* 


Bezelchnung der VerdftonMchung, sowaB arfordfiiDch unter Angabe dar In Balracht kommanden Telia 


Betr. Anspruch Nr. 


X 


US 4 882 200 A (SRUBB WILLARD T ET AL) 
21. November 1989 (1989-11-21) 
Zusammenfassung 
Spalte 1, Zelle 10-22 
Spalte 2, Zelle 64 -Spalte 3, Zelle 26 
Belsplele 1,3,4 

Anspruche 1,6,7,12,13,17,21,22,27 


1-4,10, 
12,13 


X 


EP 0 641 152 A (POLYPLASTICS CO) 
1. MaYz 1995 (1995-03-01) 
Spalte 4, Zelle 49 
Spalte 5, Zelle 29-44 

Bel spiel 1 

Anspruch 1 


1,2,4, 
10-14 


x 


EP 0 711 102 A (POLYPLASTICS CO) 

8. Ma1 1996 (1996-05-08) 

Spalte 3, Zelle 20 -Spalte 4, Zelle 32 

Be1 spiel 1 

Anspruch 1 


1,2,4, 
10-13 


X 


EP 0 647 729 A (PHILIPS ELECTRONICS NV) 
12. April 1995 (1995-04-12) 

Anspruche 1-3,9 

Belspiele 1,2 
Zusammenfassung 


1,2,4, 
10,13 


X 


MYASHITA HARUO: "Partial plating of 
plastic products" 

CHEMICAL ABSTRACTS + INDEXES, US, AMERICAN 
CHEMICAL SOCIETY. COLUMBUS, 
Bd. 119, Nr. 12, 

20. September 1993 (1993-09-20), 

XP000405832 ' . : , 

ISSN: 0009-2258 

Zusammenfassung 


1,4,10, 
11 


A 


US 5 545 308 A (HITCHENS 6 DUNCAN ET AL) 
13. August 1996 (1996-08-13) 
Zusammenfassung 

Spalte 16, Zelle 65 -Spalte 17, Zelle 45 


1-6,8, 
11,12 


A 


US 5 919 402 A (HITCHENS G DUNCAN ET AL) 

6. Jul1 1999 (1999-07-06) 

Spalte 7, Zelle 16 -Spalte 8, Zelle 4 

Spalte 15, Zeile 45 -Spalte 16, Zelle 24 

Zusammenfassung 


1-6,8, 
11,12 


A 


EP 0 413 109 A (IBM) 

Ort rahvii^r 1QQ1 ( 1001— (19— 

c\j. reuruar iyyi \vwn-\ic c\i) 
Anspruche 4,8,9 

Spalte 7, Zelle 50 -Spalte 8, Zelle 24 
Spalte 8, Zelle 56 -Spalte 9, Zelle 16 

_/_ 


1-6,8, 
11 12 

A A , Ac. 



Fbrrohlatt PCT/lSA/210 (Fortsstzung von Blatt 2) (JuD 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Inter, m 



»,ases Aktenzelchen 



PCT/EP 01/10935 



C^Fortoetzung) ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezelchnung der VerStfentUchung, sowelt erforderfteh unter Angabe der In Betracht kommenden Telia 



Betr. Anspruch Nr. 



US 5 368 717 A (60TTESFELD SHIMSHON ET 

AL) 29. November 1994 (1994-11-29) 

Zusammenfassung 

Spalte 3, Zelle 32-38 

Spalte 4, Zelle 6-15 

Spalte 6, Zelle 27-33,40-50 

DE 198 22 075 A (BLASBERG ENTH0NE ONI 
ENTHONE 0) 18. November 1999 (1999-11-18) 
Selte 2, Zelle 3-13 
Selte 3, Zelle 6-14,26-30 
Selte 12, Zelle 1,2 



1-6,11, 
12 



US 5 935 405 A (WOLF GERHARD-DIETER 
AL) 10. August 1999 (1999-08-10) 
in der Anmeldung erwahnt 
AnsprQche 1,6 
Zusammenfassung 

US 5 415 762 A (ALLARDYCE GEORGE R 
16. Mai 1995 (1995-05-16) 
Zusammenfassung 
Spalte 1, Zelle 1 
AnsprQche 

US 4 783 243 A (AND0 HIEI ET AL) 
8. November 1988 (1988-11-08) 
Spalte 1, Zeile 18-32 
Spalte 3, Zeile 57-68 
Spalte 4, Zeile 34-41 
AnsprQche 1,2,9,10 

US 4 919 768 A (BLAD0N JOHN J) 
24. April 1990 (1990-04-24) 
Spalte 1, Absatz 1 
Spalte 8, Zeile 24-41 
AnsprQche 1,7,8,17,20 



ET 



ET AL) 



1-8,11, 
12 



1-7,11, 
12 



1-6,11 



1-4,9,11 



1-3,9, 
11,12 



FonrtteB PCT/ISA/210 (Fortsstzung von Blall2) (JuP 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHEIMBERICHT 

Angaben zu VertffentKchungen. die zur saltan Palentfamflle gehflren 



Intemwonaies Attenzetehen 

PCT/EP 01/10935 



lm Recherchenbericht 


Datum der 


MitgUed(er) der 


Datum der 


angefOhrtes Patentdokument 


Veraffentllchung 


Patentfamilte 


VerOffentfichung 



DE 3843230 



21-09-1989 DE 



3843230 CI 



21-09-1989 



US 4882200 A 21-11-1989 KEINE 



EP 0641152 A 01-03-1995 



JP 


3159841 B2 


23-04-2001 


Jp 


7066531 A 


10-03-1995 


DE 


69411337 Dl 


06-08-1998 


DE 


69411337 T2 


25-02-1999 


EP 


0641152 Al 


01-03-1995 


US 


5525205 A 


11-06-1996 



EP 0711102 


A 


08-05-1996 


WO 


9531884 Al 


23-11-1995 








JP 


2965803 B2 


18-10-1999 








JP 


6164105 A 


10-06-1994 








DE 


69426026 Dl 


02-11-2000 








DE 


69426026 T2 


17-05-2001 








EP 


0711102 Al 


08-05-1996 








US 


5863405 A 


26-01-1999 


EP 0647729 


A 


12-04-1995 


BE 


1007610 A3 


22-08-1995 








DE 


69403876 Dl 


24-07-1997 








DE 


69403876 T2 


02-01-1998 








EP 


0647729 Al 


12-04-1995 








JP 


7188936 A 


25-07-1995 








US 


6238749 Bl 


29-05-2001 



US 5545308 


A 


13-08-1996 


US 


5855755 A 


05-01-1999 








US 


5859085 A 


12-01-1999 








US 


5948232 A 


07-09-1999 


US 5919402 


A 


06-07-1999 


US 


6210537 Bl 


03-04-2001 








US 


5855755 A 


05-01-1999 








US 


5871672 A 


16-02-1999 








US 


5859085 A 


12-01-1999 








US 


5948232 A 


07-09-1999 


EP 0413109 


A 


20-02-1991 


US 


5300208 A 


05-04-1994 








EP 


0413109 A2 


20-02-1991 








JP 


2055999 C 


23-05-1996 








JP 


3083395 A 


09-04-1991 








JP 


7099790 B 


25-10-1995 


US 5368717 


A 


29-11-1994 


KEINE 







DE 19822075 A 18-11-1999 



DE 


19822075 Al 


18-11-1999 


AU 


4261899 A 


06-12-1999 


CN 


1309881 T 


22-08-2001 


WO 


9960189 A2 


25-11-1999 


EP 


1088121 A2 


04-04-2001 


HU 


0102325 A2 


28-10-2001 


NO 


20005778 A 


27-11-2000 


SK 


16922000 A3 


10-07-2001 



US 5935405 


A 


10-08-1999 DE 


19637018 Al 


19-03-1998 






CA 


2214874 Al 


12-03-1998 






EP 


0830054 Al 


18-03-1998 






JP 


10107403 A 


24-04-1998 



Formbtatt PCT/1SA/210 (Anhang Patentfamlto)(JuH 1892) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu VerCfTentflchungen, die zur se&en PatentfamiBe gehOien 



Intem^piaies AKtenzslchen 

PCT/EP 01/10935 



lm Recherchenbericht 
angefOhrtes Patentdokument 



Datum der 
VerOflentOchung 



)der 
Patentfamille 



Datum der 
Verdflentlichung 



US 5415762 


A 


16-05-1995 


US 5528000 A 


18-06-1996 


US 4783243 


A 


08-11-1988 


KEINE 




US 4919768 


A 


24-04-1990 


KEINE 





Fbcmbfatt PCT/1SA/210 (Anhang PatentfemIBe)(JuU 1992) 



